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Variotemperierung mit beheizten Siliziumchips

71 Abformung von Mikrostrukturen und optische Verschleierung von Bindenadhten an Kunststoff-Spritzgussteilen

Ausgangslage: Unter Variotemperierung beim Spritzgiessen versteht man, dass
eine erhohte Werkzeugtemperatur beim Einspritzvorgang eingestellt wird und
erst nach der Werkzeugfillung ein Abkthlen geschieht. Diese Werkzeugtempe-
rierung wird bei folgenden Anwendungen eingesetzt:

— Bessere Abformung von Mikrostrukturen
— Erzeugung hochglédnzender Oberfldchen
— Verschleierung von Bindenahten

— Verbesserung der Oberflachenqualitat von gefllten oder geschaumten Werk-
stoffen

Werkzeugeinsatz mit beheiztem Siliziumchip zur Abformung Es befinden sich bereits folgende werkzeugtechnischen Ansatze im Einsatz:

der Mikrostrukturen — Heiss-Kalt-Wasser-Kiihlung

w — Induktions-Wasser-Kiihlung
. — Keramik-Wasser-Kiihlung
— Infrarot-Wasser-Khlung

E y ' Die bisherigen Ansétze unterscheiden sich stark im werkzeugtechnischem Auf-
§ " . wmmiipowand, in der Zykluszeit, in den Geometriebeschrankungen und der Bauteilquali-

tat. Keines der Systeme erfullt alle Aspekte wunschgemass.

Ziel der Arbeit: Es soll eine alternative Temperierung mit Hilfe eines am Institut fur
Mikro- und Nanotechnologie des NTB Buchs entwickelten Siliziumchips beurteilt,
S B W e & 3 B konzipiert und erarbeitet werden. Die variotherme Werkzeugtemperierung soll
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ich durch ein rin metrieeinschrankun ringen werkz hnischen
Verlauf der Oberflachentemperatur am Siliziumchip bei einer sich durch eine geringe Geometrieeinschrankung, geringen werkzeugtechnische

Ausgangstemperatur von 50°C (Werkzeugtemperatur) Aufwand und kurze Zykluszeiten durch schnelle Erwdrmung auszeichnen.

Ergebnis: Die Funktionsweise zur optischen Verschleierung der Bindendhte und

dem Abformen von Mikrostrukturen mittels eines beheizten Siliziumchips konn-

ten nicht erbracht werden. Der Siliziumchip kann innert sehr kurzer Zeit auf die
gewdiinschte Temperatur aufgeheizt werden. Die durch den Fertigungsprozess
entstandenen inneren thermischen Spannungen fiihren, durch unterschiedliche
Warmeausdehnungen der einzelnen Schichten oder das Auflésen der Alumini-
umschicht und das Bilden einer Kupfer-Aluminium-Mischschicht mit verminder-
ter Haftung zum Siliziumchip, zu einer Delamination. Dies flhrt zu friihzeitigen
Ausféllen bei der Herstellung oder beim Einbau in ein Werkzeug. Der Austausch
des Loétvorganges, durch einen geeigneteren Prozess wie Drahtbonden zum An-

: : o | bringen der Kabel, sowie der Einsatz von kleineren Anschlussstellen konnte die
Siliziumchip (weisser Bereich im Detail) mit ausgebrochener Problematik der thermischen Spannungen minimieren.

Aluminiumschicht (braunlicher Bereich) und Flussmittelrtick-

standen (schwarze Schlieren)





